
図1　SiC MOSFET SCT3030ALのオン抵抗はゲート−ソース間
電圧によって大きく変化する

図2　SiC MOSFETのゲート駆動回路（ブロック図）
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ト−ソース間電圧（VGS）に対するドレイン−ソース間抵
抗（オン抵抗）の変化を示します．VGS が15 Vと18 V
のときのオン抵抗が40 %も違う（品種によって度合い
が違う）ことから，SiC MOSFETはゲートに十分高い
電圧を加える必要があることがわかります．理由は，
他のトランジスタよりチャネル移動度が低いからです．
　また，負電圧を加えると高速にOFFします．VDS

の変化は帰還容量（Crss）への充放電速度（ゲート充放
電電流IG の大きさ）で決まります．VDS が変化してい
る間，ゲート−ソース間電圧はほぼ一定と考えること
ができます．
　ターンオン時とターンオフ時のゲート電流（IG）は，
オームの法則から次式で求まります．

● ターンオンのVDS 変化時：IG ＝
18 V−VP

RG

● ターンオフのVDS 変化時：IG ＝−
VP −（−2 V）

RG

ただし，VP：VDS が変化している間のゲート−
ソース間電圧［V］，RG：ゲート抵抗（外付け＋
内部の寄生分）［Ω］

　ターンオン時は目標電圧である＋18 V，ターンオ
フ時は目標電圧である−2 Vが，VP から離れている
ほどスイッチングは速くなります．

■ 実際のゲート駆動回路例

　図2にSiC MOSFETを駆動する実際の回路ブロッ
クを示します．

　前回説明したように，SiC MOSFETは損失が小
さく，発熱しにくいパワー・トランジスタです．し
かし正しく動かさないと，せっかくの高効率パフォ
ーマンスを引き出すことができません．ここでは，
SiC MOSFETを低損失でスイッチング駆動するゲ
ート・ドライブ回路の作り方を紹介します．

考え方と設計例

■ ONするときはゲートに高い正電圧を，
OFFするときは負電圧を加える

　SiC MOSFETは，Si MOSFET用の駆動回路と組
み合わせても性能を引き出すことはできません．
　図1に，SiC MOSFET SCT3030AL（ローム）のゲー
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